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Druckiibertragungsplatte zur Druckiibertragung eines Bondingdrucks

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Druckiibertragungsplatte zur
Druckiibertragung eines Bondingdrucks, insbesondere beim
Thermokompressionsbonden, von einer Druckbeaufschlagungseinrichtung
auf einen Wafer gemal Anspruch 1 sowie eine Verwendung gemil

Anspruch 10.

Eine der unzdhligen Bondverfahren ist das Thermokompressionsbonden. Bei
diesem Bondingverfahren werden zwei Wafer bei sehr hohen Driicken und
Temperaturen zueinander permanent verbunden/gebonded. Um ein mdglichst
homogenes Bondinginterface zu erhalten, werden die Werkzeuge, die
Bondchucks (Bond Probenhalter) und die Druckplatten (pressure discs) mit
moglichst geringen Oberfldchenrauigkeiten gefertigt. Mit Vorzug haben
diese Werkzeuge iiberhaupt keine Oberflichenrauigkeit, sind perfekt planar
und haben mdglichst keine Fehlstellen. Zum Ausgleich etwaiger
makroskopischer Unebenheiten und/oder Welligkeiten kdnnen auf einer
oder auf beiden Seiten der Druckplatten Ausgleichsplatten, beispielsweise
Graphitplatten, befestigt werden. Diese Ausgleichsplatten sind weich und
verformbar. Die Ausgleichsplatten befinden sich im Bondprozess demnach
zwischen der pressure-disc und dem dahinterliegenden Werkzeug und/oder

der Oberseite eines zu bondenden Wafers.
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Fiir die meisten Bondingverfahren erfiilllen die Ausgleichsplatten ihre
Aufgabe, Unebenheiten auszugleichen. Dies tun sie vor allem durch eine
effiziente Auffiillung des Raumes zwischen Ausgleichsplatte und Wafer
Allerdings entsteht beim Thermokompressionsbonden das Problem, dass die
Kompensation der Unebenheiten durch diese Auffiillung aufgrund der hohen
Driicke und Temperaturen mittlerweile so effizient ist, dass die Wafer an
der pressure-disc oder der Ausgleichsplatte hingen bleiben. Wird die
Bondkammer nach dem Bondvorgang gedffnet, kommt es somit vor, dass
der Wafer hierdurch beschddigt wird. Die Beschiddigung erfolgt
hauptsdchlich dadurch, dass der Wafer beim Offnen der Bondkammer an der
Oberfldche der pressure-disc oder der Ausgleichsplatte haftet und nach
einigen Millisekunden bis Sekunden spontan die Adhésion verliert. Dadurch
fallt der Wafer zuriick, schldgt auf und wird beschadigt.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Druckiibertragungsplatte anzugeben, mit der Beschddigungen beim Bonden
vermieden werden kdnnen, insbesondere bei der Entnahme des gebondeten

Wafers aus der Bondingvorrichtung.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der Anspriiche 1 und 10 geldst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen
angegeben. In den Rahmen der Erfindung fallen auch simtliche
Kombinationen aus zumindest zwei von in der Beschreibung, den
Anspriichen und/oder den Figuren angegebenen Merkmalen. Bei
angegebenen Wertebereichen sollen auch innerhalb der genannten Grenzen
liegende Werte als Grenzwerte offenbart und in beliebiger Kombination

beanspruchbar sein.

Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, durch Anbringung einer
gegeniliber Wafern gering adhdsiven Druckiibertragungsplatte an der

Druckbeaufschlagungseinrichtung, mithin zwischen der
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Druckiibertragungsplatte und dem Wafer, das Ablosen des Wafers von der
Druckbeaufschlagungseinrichtung zu erleichtern und dadurch
Beschddigungen zu vermeiden. Durch die Reduzierung der Adhédsion kann
der Wafer nach dem Bonden von der jeweiligen Druckplatte geldst werden,
ohne dass durch Anhaften eine Beschiddigung des Wafers, beispielsweise
durch Herunterfallen, erfolgt. Erfindungsgemdf wird ein verldssliches
Lésen von der Druckiibertragungsplatte bei Beibehaltung der restlichen,

vorteilhaften Eigenschaften gewéhrleistet.

Mit Adhédsionsfahigkeit ist erfindungsgemél insbesondere eine bestimmte
Haltekraft pro m? bezeichnet, die erfindungsgemiBl moglichst gering sein
sollte, so dass der weit tiberwiegende Teil der Fixierung des Substrats an

der Aufnahmefliche durch Fixiermittel im Fixierabschnitt bewirkt wird.

Mochte man die Adhédsion zwischen zwei miteinander verbundenen
Festkorpern bestimmen, kann man die Energie messen, die bendtigt wird,
um einen Riss durch den Festkdrper zu treiben. In der Halbleiterindustrie
wird der sogenannte ,,Rasierklingentest” oder ,,Maszara Rasierklingentest*
héufig verwendet. Bei diesem Test handelt es sich streng genommen um
eine Methode, um die Bindungsenergie zwischen zwei Festkdrpern zu
bestimmen. Meistens sind die Festkdrper miteinander verschweifit. Um nun
die Adhdsionsfidhigkeit einer Schicht zu bestimmen, welche gegeniiber
moglichst vielen anderen Materialien niedrigadhésiv sein soll, werden
erfindungsgemal bevorzugt andere Messmethoden verwendet. Die am

hiufigsten eingesetzte Messmethode ist die Kontaktwinkelmethode.

Die Kontaktwinkelmethode wird zusammen mit der Youngschen Gleichung
verwendet, um eine Aussage iiber die Oberflichenenergie eines Festkorpers,

durch die Verwendung einer Priiffliissigkeit, zu erhalten.
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Diese qualifiziert die Oberflichenenergie einer Oberfliche durch eine
gewisse Priiffliissigkeit, meistens durch Wasser. Dem Fachmann sind
entsprechende Messmethoden, sowie die Auswertungsmethoden bekannt.
Der mit der Kontaktwinkelmethode ermittelte Kontaktwinkel kann auf eine
Oberflichenenergie in N/m oder in J/m* umgerechnet werden. Fiir
Relativvergleiche unterschiedlicher Oberflachen bei gleicher Prifflissigkeit
reichen allerdings schon die Angaben der Kontaktwinkel aus, um eine
(relative) Abschitzung der Adhédsionsfihigkeit der Oberfldche zu erhalten.
So kann man durch die Verwendung von Wasser als Priiffliissigkeit sagen,
dass benetzte Oberflichen, die einen Kontaktwinkel am Wassertropfen von
ca. 30° erzeugen, eine hohere Adhésion (streng genommen nur zu Wasser)
besitzen, als Oberflichen, deren Kontaktwinkel am Wassertropfen ca. 120°

besitzt.

Die erfindungsgemafBe Ausfihrungsform wird vorzugsweise zur
Druckbeaufschlagung von Si-Waferns verwendet werden. Daher wire eine
Ermittlung der Oberfldchenenergie einer beliebigen, erfindungsgemés
verwendeten Niedrigadhdsionsschicht zu Si wiinschenswert. Da Si bei
Raumtemperatur nicht fliissig ist, wird, wie oben erwdhnt, eine
Priffitissigkeit verwendet um die erfindungsgemifie
Niedrigadhédsionsschicht beziiglich dieser Priiffliissigkeit zu
charakterisieren. Alle folgenden Kontaktwinkelwerte und/oder
Oberflichenenergien sind damit Werte, welche die erfindungsgemaélie
Niedrigadhdsionsschicht beziiglich einer Priiffliissigkeit quantifizieren und
zumindest eine relative Aussage {iber die Adhésionsfdhigkeit zu anderen

Substanzen, vorzugsweise Festkorpern, noch bevorzugter Si, erlauben.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung ist es vorgesehen,
dass die Adhédsionsfahigkeit durch eine Oberflichenenergie von kleiner

0,1 J/m?, insbesondere kleiner 0,01 J/m?, vorzugsweise kleiner 0,001 J/m?,
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noch bevorzugter kieiner 0,0001 J/m?, idealerweise kleiner 0,00001 J/m?

definiert ist.

Alternativ oder zusédtzlich ist es gemifB einer vorteilhaften Ausfithrungsform
der Erfindung vorgesehen, dass die Adhédsionsfidhigkeit der Kontaktflache
mit einem Kontaktwinkel gréBer 20°, insbesondere gréfier 50°,
vorzugsweise grofler 90°, noch bevorzugter gréBer 150°, definiert ist. Die
Adhésionsfihigkeit einer Oberfliche zu einem anderen Material kann mit
Hilfe der oben genannten Kontaktwinkelmethode bestimmt werden. Dabei
wird ein Tropfen einer bekannten Fliissigkeit, vorzugsweise Wasser
(erfindungsgemiBle Werte bezogen auf Wasser), (alternativ Glyzerin oder
Hexadekan), auf der zu messenden Oberfliche abgeschieden. Mit Hilfe
eines Mikroskops wird der Winkel von der Seite exakt vermessen, ndmlich

der Winkel zwischen der Tangente an den Tropfen und der Oberflache.

GemédlB einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Druckiibertragungsplatte als Gitternetz, insbesondere
mit einer Maschenweite M kleiner 2mm, vorzugsweise kleiner Imm,
bevorzugter kleiner 0,5mm, noch bevorzugter kleiner 0.1mm, am
bevorzugtesten kleiner 0,0 1mm ausgebildet ist. Fiir einen Fachmann auf
dem Gebiet ist klar, dass die optimale Maschenweite auch vom Durchmesser
und der Dicke des Wafers abhingen kann und insbesondere durch Versuche
empirisch ermittelt wird. Die Antihaftwirkung wird durch die sehr geringe,
aber endliche Maschenweite M hervorgerufen. Die Maschenweite M ist
erfindungsgeméf gering genug, um die homogene Druckverteilung der
Druckiibertragungseinrichtung bestmdglich an eine Oberfldche des Wafers
zu libertragen, verringert gleichzeitig die absolute Kontaktflache derart,
dass eine Adhédsion des Wafers an der Druckiibertragungseinrichtung,
insbesondere an einem oberen Werkzeug, nicht mehr mdéglich ist

beziehungsweise zumindest geringer ist als die Gewichtskraft des Wafers.
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Alternativ oder zusétzlich hierzu ist in Weiterbildung der Erfindung
vorgesehen, dass zumindest die Kontaktfliche der zweiten Druckseite eine,
insbesondere durch Kugelstrahlen, Sandstrahlen, Schleifen, Atzen und/oder
Polieren erzeugte, Oberflichenrauigkeit zwischen 100nm und 100pum,
insbesondere zwischen 1pm und 10pm, noch bevorzugter zwischen 3pum und
Sum. Die Oberflichenrauhigkeit kann im speziellen auch auf die
Waferdicke und/oder den Waferdurchmesser bezogen werden. Es kann sich
ergeben, dass fiir einen gewissen Waferduchmesser und/oder eine gewisse
Waferdicke eine optimale Rauhigkeit existiert. Diese wird erfindungsgeméaf
dann entsprechend empirisch ermittelt. In einer bevorzugten
Ausfiihrungsform wird die Oberflichenrauigkeit nasschemisch hergestellt.
Durch den Einsatz von Sduren wird die Oberfldche gezielt erodiert. Durch
die angegebenen Verfahren Kugelstrahlen, Sandstrahlen, Schleifen und/oder
Polieren mit entsprechend groflen Kérnungen wird eine Oberflache mit
entsprechender Rauigkeit hergestellt. Der dadurch entstehende Effekt der
Antihaftwirkung ist dhnlich dem Effekt des Gitternetzes, nur dass in diesem
Fall keine regelmédflige Maschenstruktur, sondern eine unregelméfBige

Oberfliche den gewiinschten Effekt der Niedrigadhdsion hervorruft.

Aus der Nanotechnik ist bekannt, dass gerade Niedrigadhésionsoberfldchen
im Mikro- und/oder Nanobereich extreme Unebenheiten besitzen, deren
Morphologie gerade zur Niedrigadhdsion beitrdgt oder sie sogar hervorruft.
Ein Beispiel, welches dem Fachmann bekannt ist, ist der sogenannte

,Lotusbliiteneffekt®.

Soweit die Druckiibertragungsplatte aus einem Material gebildet ist, das bis
mindestens 400°C, insbesondere bis mindestens 800°C, vorzugsweise bis
mindestens 1200°C, noch bevorzugter bis mindestens 2000°C, noch
bevorzugter bis mindestens 3000°C, thermodynamisch stabil ist, ist die
Druckiibertragungsplatte mit Vorteil beim Thermokompressionsbonden

einsetzbar.
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Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn die Druckiibertragungsplatte aus
einem Material gebildet ist, das, insbesondere iiber einen groBen
Temperaturbereich, eine gleichbleibende und hohe Druckfestigkeit,
insbesondere bei Temperaturen iiber 400°C, gréBer 100MPa, insbesondere
groBer 5S00MPa, vorzugsweise grofler 1000MPa, noch bevorzugter grofler
2000MPa aufweist. Die Druckfestigkeit kann insbesondere durch
Begrenzungsmittel am seitlichen Umfang der Druckplatte, erhoht werden

(mindestens zweiaxiale Druckfestigkeit).

Denkbare Materialklassen wéren insbesondere
Hochtemperaturkunststoffe,
Keramiken, SiC, SiN, etc.
Metalle,
Refraktdrmetalle,
Warmfestigkeitsstahle,
allgemeine Werkzeugstihle

oder eine beliebige Kombination der vorher genannten Materialien.

Erfindungsgem&B weist die Druckiibertragungsplatte mit Vorteil eine
gewisse Elastizitit/Verformbarkeit auf, damit Unebenheiten oder eine
Welligkeit des Wafers und/oder der Druckiibertragungseinrichtung bei der

Druckbeaufschlagung ausgeglichen werden.

Gemdl einer weiteren, vorteilhaften Ausfiithrungsform ist vorgesehen, dass
die Druckiibertragungsplatte eine Dicke d kleiner 15mm, vorzugsweise
kleiner 10mm, bevorzugter kleiner 5mm, noch bevorzugter kleiner Imm, am
bevorzugtesten kleiner 0.1mm, am aller bevorzugtesten kleiner 0.05mm,

aufweist.
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Weiterhin ist es von Vorteil, wenn in Weiterbildung der Erfindung
zumindest die zweite Druckseite, vorzugsweise die gesamte
Druckiibertragungsplatte, aus einem Material gebildet ist, das gegeniiber
dem Wafer bei den gegebenen Bedingungen inert ist und oder nicht mit dem
Wafermaterial reagiert und/oder nicht gegeniiber dem Wafermaterial 16slich
ist. Besonders bei Wafern, die Logikfamilien besitzen, welche hochsensibel
gegen metallische Verunreinigungen sind, ist die Konzentration der
entsprechenden chemischen Elemente zumindest an der zweiten Druckseite,
vorzugsweise in der gesamten Druckiibertragungsplatte, erfindungsgeméf
unter den vorgegebenen Grenzwerten. Im Spezialfall der CMOS
Kompatibilitdt ist der Werkstoff der Druckiibertragungsplatte vorzugsweise

frei von den Legierungselementen Au, Cu, Ag.

Eine Verringerung und/oder Einstellung einer geringen Adhéisionsfihigkeit
ist erfindungsgem&f auch, insbesondere in Kombination mit den anderen
erfindungsgeméfen Mafinahmen, durch gezielte Definierung von
Luftkandlen entlang der Oberfldche, damit die Ausbildung von Vakuum an
der Kontaktfliche minimiert oder verhindert wird.

In einer weiteren erfindungsgeméBen Ausfithrungsform weist die
Ausgleichsplatte eine raue Oberfldche fiir den Zugang von Gasmolekiilen
zwischen den Wafer und der Ausgleichsplatte auf. ErfindungsgemaB wird
damit durch eine Erzeugung einer rauen Oberfliche durch oben genannte
Methoden ein Vakuum zwischen dem Wafer und der Ausgleichsplatte

verhindert.

Die zur Druckiibertragungsplatte beschriebenen Merkmale sollen auch als
Merkmale der beschriebenen Verwendung als offenbart gelten und

umgekehrt.
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Als eigenstdndige Erfindung wird auch eine Verwendung der
vorbeschriebenen Druckiibertragungsplatte zum Bonden, insbesondere

Thermokompressionsbonden, offenbart.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele
sowie anhand der Zeichnungen; diese zeigen jeweils in schematischer

Ansicht:

Figur 1 eine schematische Querschnittsansicht einer Bondvorrichtung
unter Verwendung einer erfindungsgeméfien

Druckiibertragungsplatte,

Figur 2a  eine Aufsicht auf eine erste Ausfiihrungsform der

erfindungsgemiBen Druckiibertragungsplatte,

Figur 2b  eine schematische Querschnittsansicht der ersten
Ausfiihrungsform der erfindungsgeméiBen

Druckiibertragungsplatte,

Figur 3a  eine Aufsicht auf eine zweite Ausfilhrungsform der

erfindungsgeméfien Druckiibertragungsplatte und

Figur 3b  eine schematische Querschnittsansicht der zweiten
Ausfiithrungsform der erfindungsgeméfien

Druckiibertragungsplatte.

In den Figuren sind Vorteile und Merkmale der Erfindung mit diese jeweils
identifizierenden Bezugszeichen gemédfl Ausfiihrungsformen der Erfindung

gekennzeichnet, wobei Bauteile beziehungsweise Merkmale mit gleicher
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oder gleichwirkender Funktion mit identischen Bezugszeichen

gekennzeichnet sind.

In den Figuren sind die erfindungsgeméflen Merkmale nicht mafistabsgetreu
dargestellt, um die Funktion der einzelnen Merkmale tiberhaupt darstellen
zu konnen. Auch die Verhéltnisse der einzelnen Bauteile sind teilweise

unverhiltnisméfig.

Figur 1 zeigt eine Bondvorrichtung zum Bonden eines ersten Wafers 5 mit
einem zweiten Wafer 6, die zu diesem Zweck auf einer
Aufnahmeeinrichtung, hier ein Chuck 7, aufgenommen und insbesondere

durch Vakuumbahnen, Klemmen etc. fixiert sind.

Die Bondvorrichtung kann insbesondere auch eine Bondkammer aufweisen,
in der die in Figur 1 gezeigten Bauteile aufgenommen oder aufnehmbar sind
und in der eine definierte Atmosphére, insbesondere hohe Temperaturen und

hohe Driicke oder Unterdruck (Vakuum), hergestellt werden kann.

Oberhalb des Waferpaares aus dem ersten Wafer 5 und dem zweiten Wafer 6
ist eine Druckbeaufschlagungseinrichtung 1 angeordnet, die gegeniiber dem
Waferpaar ausrichtbar ist und mit der ein Bonddruck oder eine Bondkraft
auf das Waferpaar aufgebracht werden kann. Entsprechende
Steuereinrichtungen zur gegeniiberliegenden Ausrichtung und gleichméBiger

Druckbeaufschlagung sind dem Fachmann bekannt.

An der dem Waferpaar zugewandten Seite 1o der
Druckbeaufschlagungseinrichtung 1 wird durch Fixiermittel 2 eine,
insbesondere als Graphitplatte ausgebildete, Ausgleichsplatte 3 an der
Druckbeaufschlagungseinrichtung 1 fixiert. Die Ausgleichsplatte 3 dient
dazu, Unebenheiten der Wafer 5, 6 beziehungsweise des Waferpaares

auszugleichen. An der von der Druckbeaufschlagungseinrichtung 1
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abgewandten Seite 30 der Ausgleichsplatte 3 wird, insbesondere ebenfalls
durch die Fixiermittel 2, eine erfindungsgemifle Druckiibertragungsplatte 4
fixiert. Die Druckiibertragungsplatte weist eine erste Druckseite 4d auf, mit
der sie in Kontakt zu der Seite 30 steht. Weiterhin weist die
Druckiibertragungsplatte 4 eine von der ersten Druckseite 4d abgewandte
zweite Druckseite 40 zur Kontaktierung des Waferpaars, hier des Wafers 5

an dessen Oberfliche 50, auf.

Bei der gezeigten Ausfiihrungsform weisen die Ausgleichsplatte 3 und die
Druckiibertragungsplatte 4 an ihrem Seitenumfang im wesentlichen
identische Abmessungen auf, die im wesentlichen mit den Abmessungen der
Wafer 5, 6 iibereinstimmen, diese allenfalls geringfiigig iiberragen oder

unterschreiten.

Die Fixiermittel 2 fixieren die Ausgleichsplatte 3 und die
Druckiibertragungsplatte 4 von deren Seitenumfang her, wobei auch eine

Klemmung am Seitenrand der zweiten Druckseite 40 denkbar ist.

Der Bereich der zweiten Druckseite 40, der mit dem Wafer 5 in Kontakt
tritt, ist die wirksame Kontaktfliche 4k, die im vorliegenden
Ausfithrungsbeispiel im Wesentlichen mit der zweiten Druckseite 40

ibereinstimmt.

Bevorzugt weisen erfindungsgeméfie Druckiibertragungsplatten 4, 4°
Durchmesser von 4 Zoll, 6 Zoll, 8 Zoll, 12 Zoll oder 18 Zoll auf, damit
diese mit den géngigen IndustriemaBen von Wafern korrespondieren. Auch

beliebig andere Durchmesser sind denkbar.

In der in Figur 2a gezeigten Ausfithrungsform der Druckiibertragungsplatte
4, die im Querschnitt in Figur 2b gemdB VergroBerung A aus Figur 1

vergrofiert dargestellt ist, ist diese als Gitternetz ausgebildet. Die
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Antihaftwirkung beziehungsweise geringe Adhasionskraft wird durch eine
sehr geringe, aber endliche Maschenweite M hervorgerufen. Die
Maschenweite M ist gering genug um eine homogene Druckverteilung der
Ausgleichsplatte 3 bestmdoglich an die Oberfliche 50 des Wafers 5
weiterzuleiten. Durch die gezeigte Ausfithrungsform wird die absolute
Kontaktfliche zwischen der Druckiibertragungsplatte 4 und dem Wafer 5
beziehungsweise die wirksame Kontaktfliche 4k verringert, so dass die
Adhdsionswirkung der Druckiibertragungsplatte 4 gegeniiber dem Wafer 5
minimiert wird und durch entsprechende Materialwahl so klein wird, dass
ein Anhaften des Waferpaares an der Druckiibertragungsplatte 4 nicht mehr

erfolgt.

In der in Figur 3a und 3b gezeigten Ausfiithrungsform der
Druckiibertragungsplatte 4°, insbesondere als Blech oder Folie ausgebildet,
weist die zweite Druckseite 40’ eine hohe Oberfldchenrauigkeit auf. Die
Oberflichenrauigkeit kann insbesondere nasschemisch hergestellt werden.
Durch den gezielten Einsatz von Sdure wird die Oberfliche 40° erodiert.
Insbesondere anschliefend oder ausschlielich kann durch Kugelstrahlen,
Sandstrahlen, Schleifen und/oder Polieren mit entsprechend groflen

Kdrnungen eine dezidierte Oberfldchenrauigkeit hergestellt werden.

Im Zusammenwirken der Druckiibertragungsplatte 4’ mit der
Ausgleichsplatte 3 wird trotzdem eine gute Druckverteilung und homogene

Bondkraftbeaufschlagung ermdéglicht.

Dabei ist die Druckiibertragungsplatte 4’ elastisch genug, um sich an
Unebenheiten der dariiber liegenden Ausgleichsplatte 3 und/oder des mit

Bondkraft zu beaufschlagenden Wafers 5 anzupassen.

Als Material fur erfindungsgeméfe Druckiibertragungsplatten 4, 4° kommen

insbesondere Stidhle und/oder Refraktirmetalle, insbesondere deren
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Legierungen, zum Einsatz. Vorzugsweise werden warmfeste Stihle

verwendet.

Die Druckiibertragungsplatten 4, 4° weisen eine Dicke d auf, um eine
ausreichende Biegesteifigkeit zur Fixierung von deren Seite her, nimlich
Uber die Fixiermittel 2, zu erméglichen. Die Fixiermittel 2 weisen
insbesondere Fixierelemente auf, die am Umfang der

Druckibertragungsplatte 4, 4° verteilt angeordnet sind.

Als Fixiermittel kommt auch eine direkte Verbindung mit der
Ausgleichsplatte 3 in Frage, insbesondere durch Hochtemperaturkleber
und/oder Einbetten des Materials der Druckiibertragungsplatte 4, 4° in eine
Graphitmatrix der Ausgleichsplatte 3. GemiB einer weiteren
Ausfiihrungsform wird das Gitternetz gemdfh Ausfithrungsform der Figuren
2a und 2b und die Graphitschicht 3 einen, in Druckrichtung betrachteten,
Seriellverbund, insbesondere durch Einbetten des, insbesondere

metallischen, Gitternetzes in die weichere Graphitschicht 3.
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Druckiibertragungsplatte zur Druckiibertragung eines Bondingdrucks

Patentanspriche

Druckiibertragungsplatte (4, 4°) zur Druckiibertragung eines
Bondingdrucks, insbesondere beim Thermokompressionsbonden, von

einer Druckbeaufschlagungseinrichtung (1) auf einen Wafer (5) mit:

- einer ersten Druckseite (4d) zur Kontaktierung der

Druckbeaufschlagungseinrichtung (1),

- einer von der ersten Druckseite (4d) abgewandten zweiten
Druckseite (40, 40°) mit einer wirksamen Kontaktfliche (4k) zur
Kontaktierung und Druckbeaufschlagung des Wafers (5), wobei
zumindest die wirksame Kontaktflache (4k) eine geringe

Adhdsionsfahigkeit gegeniiber dem Wafer (5) aufweist.
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Druckiibertragungsplatte gemal Patentanspruch 1, bei der die
Adhisionsfihigkeit definiert ist durch eine Oberflichenenergie
kleiner 0,1 J/m?, insbesondere kleiner 0,01 J/m?, vorzugsweise kleiner
0,001 J/m?, noch bevorzugter kleiner 0,0001 J/m?2, idealerweise

kleiner 0,00001 J/m?.

Druckiibertragungsplatte nach einem der vorhergehenden
Patentanspriiche, bei der die Adhédsionsfihigkeit der Kontaktflache
(4k) mit einem Kontaktwinkel groBler 20°, insbesondere groBer 50°,

vorzugsweise groBer 90°, noch bevorzugter gréBer 150° definiert ist.

Druckiibertragungsplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der die Druckiibertragungsplatte (4, 4°) als Gitternetz,
insbesondere mit einer Maschenweite M kleiner 2mm, vorzugsweise
kleiner lmm, noch bevorzugter kleiner 0.5mm, noch bevorzugter

kleiner 0.1mm, am bevorzugtesten kleiner 0.01mm ausgebildet ist.

Druckiibertragungsplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der zumindest die Kontaktfliche (4k) der zweiten Druckseite (4o,
40°) eine, insbesondere durch Kugelstrahlen, Sandstrahlen, Schleifen
und/oder Polieren erzeugte, Oberflichenraunigkeit M* zwischen 100nm
und 100pm, insbesondere zwischen 1uym und 10pm, noch bevorzugter

zwischen 3pm und Spm.

Druckiibertragungsplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der die Druckiibertragungsplatte (4, 4°) aus einem Material
gebildet ist, das bis mindestens 400°C, insbesondere bis mindestens
800°C, vorzugsweise bis mindestens 1200°C, noch bevorzugter bis
mindestens 2000°C, noch bevorzugter bis mindestens 3000°C,

thermodynamisch stabil ist.
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Druckiibertragungsplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der die Druckiibertragungsplatte (4, 4°) aus einem Material
gebildet ist, das, insbesondere iiber einen groflien Temperaturbereich,
eine gleichbleibende und hohe Druckfestigkeit, insbesondere bei
Temperaturen iiber 400°C, gréBer 100MPa, insbesondere grofler
500MPa, vorzugsweise groler 1000MPa, noch bevorzugter gréfler
2000MPa.

Druckiibertragungsplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der die Druckiibertragungsplatte (4, 4°) eine Dicke d kleiner
15mm, vorzugsweise kleiner 10mm, noch bevorzugter kleiner Smm,
noch bevorzugter kleiner Imm, am bevorzugtesten kleiner 0,1mm, am

aller bevorzugtesten kleiner 0,05mm aufweist.

Druckiibertragungsplatte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der zumindest die zweite Druckseite (4o, 40°), vorzugsweise die
gesamte Druckiibertragungsplatte (4, 4°), aus einem Material gebildet
ist, das gegeniiber dem Wafer (5) bei den gegebenen Bedingungen
inert ist und oder nicht mit dem Wafermaterial reagiert und/oder nicht

gegeniiber dem Wafermaterial 16slich ist.

Verwendung einer Druckiibertragungsplatte (4, 4°) geméll einem der
vorhergehenden Patentanspriiche beim Bonden, insbesondere beim

Thermokompressionsbonden.



